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報告書データ / Report
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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

光通信の高速化とエネルギー効率の向上に対する需要が高まる中、光信号のルーティ
ングや変調を担う全光スイッチングはフォトニック集積回路（PIC）において重要
な役割を果たします。従来のシリコンを基板材料とした全光スイッチングデバイス
は、他の電気・光デバイスとの一体型の集積が可能である一方、シリコンのキャリ
ア寿命により応答速度が制約され、速度と効率に限界がありました。これに対して、
遷移金属ダイカルコゲナイドなどの2次元（2D）材料は、迅速なキャリア再結合や
強い光と物質の相互作用といった特有の光電子特性を持ち、次世代のフォトニック
デバイスの材料として有望です。本研究では、シリコンと2D材料を組み合わせた
ハイブリッド構造により、PICにおけるシリコンのプラットフォームとしての優位
性を活かしつつ、全光スイッチングの性能限界を克服することを目指しました。上
記の研究を実施するにあたり、本ARIM課題では光導波路および光共振器の作製を
行いました。

実験
Experimental

まず、電子ビームレジストをSOIチップ上にスピンコートしました。次に、電子ビー
ムリソグラフィーを行い、レジスト上にフォトニックナノ構造パターンを描画し、
レジストの現像を行いました。さらに、誘導結合プラズマエッチングを行い、SOI
チップ上にパターンを転写しました。残ったレジストを除去した後、フッ酸を用い
たウェットエッチングを行い、SOIチップの二酸化ケイ素層を除去して、フォトニッ
ク結晶共振器と導波路構造を作製しました。

結果と考察
Results and Discussion

図1,2は1次元フォトニック結晶共振器と導波路構造のSEM画像を示しています。設
計通りに作製できており、シャープなパターン成形ができています。この光共振器
に対して、共振モードの測定を行ったところ、通信波長帯である1.5 umに共振モー
ドが確認できました。
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図1. 作製したフォトニック結晶光共振器のSEM像。



図・表・数式 2
Figures, Tables and

Equations 2

図2. 作製したフォトニック結晶光共振器のSEM像の拡大図。
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